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Introdução  

O transistor de alta mobilidade de elétrons (High 
Electron Mobility Transistor - HEMT) tem sido uma 
escolha altamente considerada para aplicações de 
alta frequência, alta potência e altas temperaturas, 
sendo um importante dispositivo utilizado em 
circuitos digitais e circuitos de micro-ondas em 
aplicações que requerem uma resposta de baixo 
ruído (CHEN et al., 2019). Uma seção transversal da 
estrutura do dispositivo é mostrada na Fig.1. 

 
Figura 1. Estrutura esquemática dos dispositivos HEMTs 

fabricados em substrato de Si (PERALAGU, U. et al, 2019). 

Objetivo 

Estudar e analisar o comportamento da tensão de 
limiar em HEMTs com diferentes comprimentos de 
canal (L) a fim de verificar seus desempenhos. 

Material e Métodos 

Nesta análise, foram utilizados os dados obtidos através 
das caracterizações elétricas realizadas no Centro 
Interuniversitário de microeletrônica (Imec, Interuniversity 
microelectronics center) em Leuven na Bélgica. 

Resultados e Discussão 

A tensão de limiar é definida como o mínimo valor de 
tensão aplicado à porta para que seja possível a 
criação de uma camada de inversão no canal do 
dispositivo, permitindo a passagem de corrente. É 
expressa pela equação (1). 

𝑉𝑇 = 𝑉𝐺(𝑔𝑚(𝑚𝑎𝑥)) −
𝐼𝐷(𝑔𝑚(𝑚𝑎𝑥))

𝑔𝑚(𝑚𝑎𝑥)
−
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Onde, VD é tensão de dreno. Existem outros métodos 
para extrair VT porém, neste trabalho foi utilizado o 
método da extrapolação de Ortiz-Conde (2002). Este 
método consiste em encontrar a interceptação do 
eixo da tensão de porta (ou seja, onde ID = 0) obtida 
da extrapolação linear da curva ID-VG em seu ponto 
de derivação (inclinação) máximo, conforme ilustrado 
na Fig. 2. 

O valor de VT é calculado através da subtração de 
VD/2 perante a interceptação do eixo da tensão de 
porta. A Fig. 3 apresenta a tensão de limiar em 
relação ao comprimento do canal para diferentes 
larguras do canal. Pode-se observar que quanto mais 
longo o canal, mais alta a tensão de limiar. 

 
Figura 2. Exemplo de obtenção de tensão de limiar pelo método 

de extrapolação. Adaptado de ORTIZ-CONDE, 2002. 

 
Figura 3. Tensões de limiar de dispositivos HEMTs com diferentes 

comprimentos de canal (L) para diferentes regiões de operação (VDS). 

Conclusão 

Com a redução do comprimento do canal, a tensão 
de limiar diminui devido ao compartilhamento de 
cargas no canal com a região de fonte e de dreno. 
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